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Transistor de unijunção

O recente interesse no transistor de unijunção (UJT), assim como 

para o SCR, tem aumentado a uma taxa extraordinária.

Embora tenha sido introduzido inicialmente em 1948, o dispositivo não 

esteve comercialmente disponível até 1952. O baixo custo por unidade, 

combinado às excelentes características do dispositivo, garantiu seu uso 

em uma ampla variedade de aplicações, entre elas osciladores, circuitos 

de disparo, geradores de dente de serra, controle de fase, circuitos de 

temporização, circuitos biestáveis e fontes reguladas de tensão ou 

corrente.



Transistor de unijunção

O UJT é um dispositivo de três terminais, com a construção 

básica da figura abaixo. 



Transistor de unijunção

Uma placa de material de silício do tipo n levemente dopada (que 

proporciona uma característica de resistência elevada) tem dois contatos 

de base unidos a ambas as extremidades de uma superfície e uma haste 

de alumínio fundida à superfície oposta. 



Transistor de unijunção

A junção p-n do dispositivo é formada entre a extremidade da 

haste de alumínio e a placa de silício do tipo n. A única junção p-n é 

responsável pela terminologia unijunção. Ele era chamado originalmente 

de diodo de base dupla devido à presença de dois contatos de base.



Transistor de unijunção

O símbolo do transistor de unijunção é mostrado na figura 

abaixo. Observe que o braço emissor é desenhado inclinado em relação 

à linha vertical, representando a placa de material do tipo n. A ponta da 

seta está voltada para a direção do fluxo de corrente convencional 

(lacunas) quando o dispositivo está polarizado diretamente, ativo ou em 

estado de condução.



Transistor de unijunção

O circuito equivalente do UJT é mostrado na figura abaixo. 

Observe a relativa simplicidade desse circuito equivalente: dois resistores 

(um fixo, um variável) e um único diodo. 



Transistor de unijunção

A resistência RB1 é mostrada como um resistor variável, uma 

vez que sua magnitude variará com a corrente IE. Na realidade, para um 

transistor de unijunção representativo, RB1 pode variar de 5 kΩ até 50 Ω 

para uma variação correspondente de IE entre 0 e 50 μA. A resistência 

interbase RBB é a resistência do dispositivo entre os terminais B1 e B2 

quando IE = 0.



Transistor de unijunção

A curva característica de um transistor de unijunção 

representativo é mostrada para VBB = 10 V na figura. 



Transistor de unijunção

Observe que, para potenciais de emissor à esquerda do ponto de 

pico, o valor de IE jamais é maior do que IEO (medida em microampères). 

A corrente IEO pode ser comparada à corrente de fuga reversa ICO do 

transistor bipolar convencional.



Transistor de unijunção

Essa região, como mostra a figura, é chamada de região de 

corte. Quando a condução é estabelecida em VE = VP, o potencial de 

emissor VE cairá com o aumento em IE. Isso corresponde ao decréscimo 

da resistência RB1 pelo aumento da corrente IE, como discutido 

anteriormente.



Transistor de unijunção

Esse dispositivo tem, portanto, uma região de resistência 

negativa que é estável o suficiente para ser usada com muita segurança 

nas áreas de aplicação já listadas.



Transistor de unijunção

Disparo de SCR

Uma aplicação bastante comum do UJT consiste no disparo de 

outros dispositivos, como o SCR. Os elementos básicos desse circuito de 

disparo são mostrados na Figura.



Transistor de unijunção

Disparo de SCR

O resistor R1 deve ser escolhido para assegurar que a reta de 

carga do circuito intercepte a curva do dispositivo na região de 

resistência negativa, isto é, à direita do ponto de pico, porém à esquerda 

do ponto de vale, como mostra a figura.



Transistor de unijunção

Disparo de SCR

O resistor R1 deve ser escolhido para assegurar que a reta de 

carga do circuito intercepte a curva do dispositivo na região de 

resistência negativa, isto é, à direita do ponto de pico, porém à esquerda 

do ponto de vale, como mostra a figura.

Se a reta de carga deixar 

de passar à direita do 

ponto de pico, o dispositivo 

não poderá ligar.



Transistor de unijunção

Disparo de SCR

A resistência R2 escolhida deve ser pequena o suficiente para garantir 

que o SCR não seja ligado pela tensão VR2 da figura quando IE ≅ 0 A.
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